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Работа выхода термоэлектронная 

110, 164, 176 

Радиальная функция распределения 
136 

Радиус локализации 74 
Размерные квантовые эффекты 39—

47, 55 
— классические эффекты 36 
— по длине свободного пробега 47-

49  
Рассеяние света диффузное 130 
— дифрагированных частиц 134 
— носителей заряда на поверхности 

47-54 
— — — — заряженных центрах 54 
— — — — фононах 54 
— — — — микрорельефе 55 
Распределение пор по радиусам 228 
Растровый электронный микроскоп 

123 
Ребиндера эффект 225 
Регибридизация разорванных связей 

149, 153, 157, 169, 179, 226, 232 
Резонансные состояния 79, 80, 168 
Резерфордовское обратное рассеяние 

света 127 
Резонанс магнитофононный 70 
Рекомбинационные центры 97-100, 

206-208 
Рекомбинационно-стимулированная 

диффузия 273 
Релаксационная спектроскопия 

глубоких уровней (РСГУ) 97 
Релаксация поверхности 149, 153, 

172 
Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия 135-137 
— флуоресцентная спектроскопия 

137  
Решеточная модель Изинга 223  
Рэлея поверхностные волны 157 
Сверхструктуры (сверхрешетки) 79-

81, 133 
Сверхтонкая структура спектров 

ЭПР 144 
Сдвиг Стокса 168 



Сечения захвата 88-90, 96, 99, 103 
Случайные (флуктуационные) 

кулоновские поля на 
поверхности 65, 71-73, 76, 87, 
200, 203, 204, 207 

Силициды 186 
Скорость поверхностной 

рекомбинации 100-103 
Сканирующий туннельный 

микроскоп (СТМ) 125-127 
Спектроскопия энергетических 

потерь электронов (СЭПЭ) 167 
Тамма состояния 77—78 
Таммана температура 162 
Тепловое расширение поверхности 

161 
Тепловые колебания поверхностных 

атомов 157-159 
Теплопроводность поверхности 161 
Темп захвата носителей заряда 88, 91 

95, 98 
— рекомбинации 99-100 
Травление поверхности 122 
Угловое распределение 

фотоэлектронных спектров 165  
Удельная поверхность 228  
Уровни инжекции носителей заряда 

29-36, 94, 98-104, ПО, 264, 273 
Фактор Дебая-Уолера 159  
Флуктуации электрофизических 

свойств 72-74 
Фотоадсорбция 260, 264 
Фотодесорбция 260, 264 
Фотодиссоциация 262, 265 
Фотоинжекционных токов метод 188 
Фотомагнитоэлектронный эффект 

113 
Фотопроводимость биполярная 61-63 
Фотоэдс барьерная 31,32 
— Дембера 31,35 
— ОПЗ 31-34 
— поверхностная 31-36,56,60 
— ПЭС 35 
Фотоэлектронная спектроскопия 163-

166 
Фукса теория электронного переноса 

47, 48 
Фрумкина-Фаулера-Гуггенгейма 

уравнение 224 
Ханемана гофрированная модель 

поверхности 169  
Химический сдвиг 136, 137  
Холла эффект классический 63 
— квантовый 65  
Холл-фактор 64  
Холловское сопротивление 65 
Шокли состояния 77-78  
Шокли-Рида-Холла формула для 

рекомбинации 100 
Шоттки барьер 23,186  
Шубникова-Де Хааза осцилляции 67 
Частотный фактор захвата на АПЭС 
Электроне донорные центры 182 
Электронно акцепторные центры 

182. 237 
Электронно колебательная модель 

захвата и рекомбинации 255-
257 

Электронно стимулированная 
электроадсорбция 260 

Электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР) 142-145 

Эллипсометрия 129-130 
Электронная теория 

неупорядоченных систем 113, 
114 

Электрон-фотонная спектроскопия 
166  

Электронный квантовый предел 43 
Электронная Оже спектроскопия 138  
Электрострикционные эффекты 205  
Энергия активации адсорбции 223, 

268 
— — десорбции 237 
— перескока носителя 76, 188 
— проводимости 72 
— подвижности 72 
— процесса перезарядки МСГ 193, 



195 
— захвата на АПЭС 256-257  
Энергия корреляции 168, 202  
Энтропия адсорбции 235  
Эйнштейна соотношение 35  

Эффект поля 56  
Эффект накопления протонов 267 
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) 

139, 140  
Яна-Теллера эффект 168, 169 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































